Trabalho 1

Desenvolva o projeto de memodria RAM dividida @&npastilhas como descrita na
Figura 1. Cada pastilha tevixN bits e tem a estrutura descrita na Figura 2. Os sinais
de entrada e saida usados no projeto sédo descrito a seguir:

A memoria tem cinco sinais de entradas: o dado a setoesderN bits
(lol1 ... IN); 0 endereco dM bits (AoA; ... Aw); 3 bits de controleChip-Select
(C9), Read (RD) e Output-Enable (OE);

A memodria tem um sinal de saida: o dado lido de N bgB{ ... D).

Os bits (ol1 ... In) € DoD; ... Dy) formam o barramento de dados que é
bidirecional.

CS=1 eRD =1 indicam uma operacao de leitura. Neste caso, b Giba
estando no nivel 1 permite liberar a saidaldizbes da palavra cujo endereco
€ AvA; ... Am no barramento de dados;

CS =1 eRD = 0 indicam uma operacdo de escrita. Neste caso, o dado
lol1 ... Iy do barramento € carregado natches da palavra de endereégAs

.. An.

CS= 0 indica que pastilha de memdria ndo esta.

OE = 0 indica que o barramento de dados néo esta liberadiaes

Barramento de dados

F 3 &~ F 3 -~

L J

F 3

L 4 L 4 v L 3

| Pastilha, | [ Pastilha, | Pastilha, | ["] Pastilha,
AA, OE RD
- - >
AgA, CSy
DECO CS, CS
DIFCA 2 cs
DOR d

Figura 1: Projeto de memodria dividida em pastilhBs<(4,M = 4)
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Figura 2: Projeto de uma pastilha de meméria RAW £ 4,N = 3)

A avaliacdo desse trabalho seré realizada em 26 del8etdmn2006.



